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序論 

 電流による磁壁の駆動は、レーストラックメモリをはじめとした新規な磁気メモリや論理素子への応用が

期待されるスピントロニクスの新しい研究分野である。これまでの研究で、我々のグループでは Tb/Co 多層

細線では希土類層に起因した大きなスピンオービットトルクが存在する可能性をしめした。1)
 この研究では

Tb/Co 磁性細線を用いて主に磁壁の電流駆動におけるジャロシンスキー守谷相互作用(DMI)の起源に注目し

て実験を行った。 

実験方法 

 試料の成膜はスパッタリング装置を用いて行った。[Tb/Co]n多層膜を積層し、2 nm-Pt 層を多層膜上部また

は下部に堆積した。試料の細線への加工は電子ビームリソグラフィーとリフトオフ法を用いて行った。加工

した細線の幅は 3mである。この細線に 100ns のパルス幅を持つパルス電流を印加することで電流誘起磁壁

移動を観察した。電流誘起磁壁移動はカー効果顕微鏡を用いて観察した。また、細線長手方向へ磁場を印加

した場合の電流駆動の磁壁速度の変化から DMI 有効磁場を見積もった。 

実験結果 

 上部に Pt 層を積層した

[Tb/Co]n多層膜(n = 4 - 6)の電流

誘起磁壁移動を観察したとこ

ろ、全ての試料で磁壁が電流方

向へ移動することが分かった。

これは、スピンオービットトル

クによって磁壁が駆動されて

いることを示している。また、

これらの試料に面内方向への磁

場を印加し、DMI 有効磁場を見

積もったところ、磁性層の膜厚が大きくなるにしたがって、DMI 有効磁場が減少することが分かった。図 1

に Pt 層を[Tb/Co]5のそれぞれ上部、下部に挿入した試料の面内磁場に対する磁壁速度の変化の図を示す。図

によると、磁壁速度の変化は up-down磁壁と down-up 磁壁で異なる磁場依存性を持ち、かつ、それは Pt 層を

下部層として用いた場合と上部層として用いた場合で反対の磁場依存性を示すことが分かった。これらの結

果は、[Tb/Co]nの電流誘起磁壁移動では Pt 層由来の DMI が強く働いていることを示唆する。また、これらの

結果から DMI 定数を求めたところ従来の膜に対して十分の一程度の値になり、Tb/Co 多層細線では DMI 定

数が小さくても磁壁移動に対して十分に寄与していることが分かった。 
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Fig. 1 Velocity (v) of domain wall in [Tb/Co]5 wires with Pt (a) cap layer and 

(b) under layer as a function of longitudinal in-plane magnetic field (Hx). 
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